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"PERFECCIONAMIENTOS EN LAS INSTATLACIONES
PARA LA PROTECCION DE ELEMENTOS SEMICON-
DUCTORES DE UNION O EMPALME".

Solicitants: GOMPAGNIE GENERALE D*ELECTRICITE, entidad francesa,

residente en: 54, rue La Bo#tie, Parfs 8tme, Francia.

La earga edmisible en los aparatos semicon-
ductores de unidn o empalme, particularmente en los
diodos rectificadores, dependen esencialmente dé la
temperatura de las unionss. En efecto, es necesario

S que esta temperaturs permanezca inferior a un valor
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1imite parae gue 1os elementos semiconductores no se
perjudiquen.

Ha sido pues, necesario utilizar dispositi-
vos de proteccidn que comprenden varios gparatos tem-
porizados cuyos umbrales de accidn y las temporizacio-
nes permiten mantener la carga més acd de una curva de
sobrecarga determinada experimentmlmente. Este métodc
no tiens, sin embargo, en cuenta la temperatura de lcs
semiconductores debida a cargas precedentes, ni las
variaciones posibles de sus condiciones de enfriamien~
to. Bs, pues, necesario, prever uan margen de seguridad
suficiente. Por otra parte, la curva de funcionamiento
de los diferentes aparatos temporizados es una curva
en escelera en la que los soportes van situados més
acé de la curva de las sobrecargss admisibles. No se
puede, pues, obtener una plena utilizacidn de los ele—
mentos semiconductores asi protegidos

Tambidn se ha propuesto sccionar un disposi-
tivo de proteccidn de un elemento semiconductor, segin
la temperatura medida en un punto lo més prdximo posi-
ble & su unidn. Tal método es iguelmente aproximativo.

Egtos inoconvenientes se evitan por la presen-
te invencidn que tiene por objeto una instalacidn para
la proteccidon de elementos semiconductores de unidn o
empalme, caracterizado por el hecho de qus comprends
un circuito de puerta capaz de porer la instalacidn
dependiente de le tensidn en las bornas de una unidn
de uno de los elementos semiconductores, estando su-

bordinado el estado de conduceidn de este circuito de

puerte, a la presencia simulténea sobre su puerte de
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un impulso emitido por medio de un detector de pasc
e un velor constante predeterminado de la corriente
8 través de la expresada unidn. V

Segin un modo de splicacidn del invento,
la instalacidn comprende un aparato de proteccidn,
tal como un limitador de carga o un disyuntor de
desenganche insténtaneo, que se pone bajo la depen~
dencia del citado circulto de puerta por medio de un
circuito de umbral ouyo valor de dicho umbrel se de-~
termina para desconsctar el aparato de protecci6n,
cuando la tensidn medida en las bornas de la unidn
del referido elemento semiconductor, es iguel o in-
ferior a un valor predeterminado, para el velor cons
tante predeterminado de la corriente a través de la
entedicha unidn.

Segin otro modo de aplicacidn del invento,
la instalacidn comprende un aﬁarato de sefializacidn,
que esté bajo le dependencis del citado circuito de
puerta por medio de un cirouito de wmbral, cuyo va-
lor del umbral se determina para desconsctar el apa-
rato de seRmlizacidn, cuando la tensidn medida en
las bornas de le citada junta o unidn, para le inten-
sided de referencia de la corriente, es inferior a
un valor predeterminado que es superior a aquél por
el cual se descomecta el dispositivo de proteccidn.

Segun otro modo més de aplicacidn del ine
vento, la instalacidn tiene un aparato de medicidn
que se pone bajo la dependencia de le tensidn en las
bornas de la citada unidn por medio del expresado

circuito de puerta.
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Otras caracteristicas del invento, iran

3

resaltando de la deseripeidn que sigue de un ejem-
plo de ejecucidn del invento y de los dibujos adjun~
t0s, en log cuales:

La figura 1, es el esqueme eléctrico de un
dispositive, segin el invento.

La figura 2, es el esquema eldetrico de un
detector de paso a un valor dado de la corriente que
circula en un diodo rectificador.

La figura 3 es el diagrama de funcionamien-
to del detector de la figura 2.

El modo de aplicacidn descrito, serefiere
e la proteccidn de un conjunto rectificador consti-
tufdo por diodos rectificadores de semiconductores
de union PN montados, por sjemplo, en puente de
Graetz alimentado por uns fuente de corriente alter-
na trifdsica.

La instalacion pers le proteccidn de los
diodos del conjunto rectificador se acciona por la
temperatura de un diodo 1, situado como se ha re-
presentado en la figura 1, en una rama o brazo 11,
12 del puente rectificador. Este diodo se elige de
modo que pueda considerarse como siendo la imagen
térmica media de los diferentes diodos del conjuuto
rectificador, con objeto de acciomar el dispositivo
de proteccidn refiriéndose dnicamente a este diodo.

Se sabe que para una misma corriente I a
través de la unidn de tal diodo, le cafda de tensién
V en el diodo disminuye cuando la temperatura de la

s 7 o
union o0 junta aumenta.
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La cefda de tensidn V medida cuando la

corriente pasa por un valor dado Io, deberd por
consiguiente ser superior a un valor de consigna
Vo, que corresponde para este corriente s la tem-
peretura méxima admisible Ty de 12 unidn o junta
del diodo.

El paso por el valor elegido IO de la co-
rriente a través del diodo, se determina por un de-
tector de un tipo cualquiera representado simboli-~
camente en 2 en la figura 1. Este detector compren-
de un ecircuito de entrade que se pone en serie por
sus bornas de entrada 22 en el eircuito del brazo
rectificador 11, 12, Comprende un circuito de sali-
da que hace aparecer en sus bornas de salida 21 un
impulso cuando la corriente pasa por el valor IO.

Tal detector puede estar consti-
tufdo, como se represente en la figura 2. Un cireui
to magnético 26 del ciclo de histéresis rectangular
va atravesado por el brazo rectificador 11, 12 del
diodo 1 entre lag bornas de entrada 21 del detector
formendo as{ un arrollamiento 23 de uns sola espi-
ral. Un arrollemiento de polarizacidn 24 es recorri-
do por una corriente contimia constante pare sumi-
nigtrar unos amperios-vuelias opuestos & los de
arrollamiento de entrada 23, Un arrollamiento de
salida 25 ve conectado a las bornas de salida 22
del detector.

El funeionsmiento se establece como &pa-
rece en el diagrame de la figura 3, donde el ciclo

de histéresis del circuito magnético va representado
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en AB C D,
Los amperios-vueltas del arrollamiento de
polarizacidn conducen el punto de funcionsmiento a
Al. Este punto se determine para gque los amperios-
vueltas del arrollamiento de entrada 23 conducta el
punto figurativo & B, cuando la corriente & través
del diodo alcanze el valor I0 elegido. Este punto
figarativo pasard entonces bruscamente & C y se in-
ducird un impulso en el errollamiento de selida 25,
El punto figurativo se desplaza después

en la direccidn O, y vuelve al punto A, ouendo la

1
corriente en el diodo vuelve a un velor milo, pero
pasando por el brazo DA del ciclo de histéresis. Se
induce entonces un impulso de sentido contrario al
precedente en el arrollamiento de salida 25. El paso
por el brazo DA se efectia con amperios vueltas en
el arrollamiento de gntrada 23 que corresponie a una
corriente en el diodo inferior al valor de referen-
cia IO que se ha elegido. Este segundo impulso de
polaridad opuesta debe, pues, permenecer inactivo
sobre el accionamiento del dispositivo.

Se comprueba por otra parte que el funcio-
nemiento de tal detector puede perturbarse por la
modificacion de la forma de la corriente rectifica
da. El valor de cresta del impulso, asi como su du-
racion pueden modificarse sin modificar, sin embargo,
el momento en que comienza el impulso.

El impulso que aparece en las bornas de
salide 22 del detector 2 se transmite por estas ra-

zones & las hornas de entrada 31 de un circuito am-
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plificador y descrestador 3 que s0lo es sensible &
los impulsos de una sola polaridad,

Teleircuito 3 puede estar constitufdo,por
ejemplo, por un amplificador satureble que funciona
en clase B.

Sin embargo, es preciso hacer observar que
se podria utilizer el impulso negetivo y eliminar el
impulso positivo invirtiendo las conexiones: entre
las bornag de salide 22 del detector y las bornss 31
del circuito amplificador 3, Los amperios-vueltas
de polarizacion deberan entonces tener un velor tal
que el impulso negetivo tengs lugar, cuando la co-
rriente a través del diodo 1 pasa por el valor de
referencia IO.

El impulso calibrado as{ obtenido en las
bornas de salida 32, se aplica & las bornas de en-
trada 41 de un univibrador 4 ﬁue lanza o impulse a
sus bornes de sslida un impulso de amplitud y de
duracion constentes que pueden determinsrse para
permitir el funcionamiento conveniente del cireuito
de puerta. Le durecidn del impulso deberd ser sufi-
cientemente deébil para que la veriacidn de tensién
en las bornas de la junta o unidn durante el impul-
30, pueda considererse como negligible y no tenga
influencia sobre la medida de esta tension.

La tensidn en las bornas del diodo 1 se
transmite a las bornes de entrada 71 de un amplifi-
cador 7. Es preciso que solo la tensidn directa se
transmita con exclusidn de le tensidn inversa que

puede ser considersblemente més elevada y perjudi-
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caris al amplificador 7. La conexidn a8 efectia,
pues, por medio de un divisor de tensidn, que com-
prende entre las bornas del diodo 1, uns resistencis
5 que puede ser del orden de 100 k (L en serie con
un diodo 6 que tiene un sentido de comduccidn opues-
t0 el del diedo 1. Ies bornas de entrade 71 del am-
plificador 7 van conectadas a las bornas del diodo
6. Las tensiones inversas pasaran asi a través del
diodo 6 con une corriente muy reducida limitade por
la resistencia 5. Lz tensién en las bornas de entra-
da Tl serd précticamente mula. Iz cafda de tensidn
a medir se aplicard, por el contrario, {ntegramente
a las bornas de entreda Tl, pusesto que el diodo 6
sers entonces bloqueado.

Ia tensidn amplificade que aparece en las
bornas de selida 72 del amplificador 7 se transmite
a les bornas de entrade 81 de un circuito de puerta
8 no dejando llegaer a sus bornas de salida 83 la
tensién emplificeda, més que durante la presencia
simlténea de una sefial a sus bornas de puerta 82
que van conectadas & las bornas de salida 42 del
univibrador 4.

Tel circuito de puerta puede estar congti-
tuido por ejemplo, por un amplificador normslments
bloqueado por una tensidn aplicada constentemente a
un eireuito de polarizacidn sobre el que actian 10s
impulsos lanzados por el univibrador, en sentido
contrario para desbloquear el amplificador y permi-
tirle funcionar con uns gansncia constente mientras

dura el impulso.
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Le tension que aparece en las bornas de

salida 83 del circuito de puerta 8, cuando la corrien
te a través del diodo 1 pasa por el valor de referen-
cia I, es proporcional e la tensidn en las bornas

5. del diodo. Como la caracteristica caide de tensidn,
temperatura de le unidén o empalme, pere uns intensi-
dad dada, puede determinarse a partir de los pardme-
tros del diodo, la medicidn de esta tensidn permite
deducir de ella la temperatura de la unidn de dicho

10. diodo.

Las bornas de salide 83 del circuito de
puerta van conectadas a las bornas de entrada de un
circuito de umbral 9 que acciona en sus bornas de
selida un aperato de protecoidn, constituido por

15, ejemplo, por un limitador de corriente suministreda
por el rectificador, ¢ por un disyuntor de engenche
instanténeo que corta la alimentacion del rectifica-
dor en corriente trifésica.

El valor del umbral del circuito 9 se de-

20. termina para que el desenclavamiento o desenganche
del sparato de proteceion sea accionado, cuando la
tension en las bornas del diodo 1 para la corriente
I, es igual o inferior el valor criticO'Vo; que co-
rresponde a la temperatura de la union que no debe

25, pasarse.

Las bornas de salida 83 del circuito de
puerte pueden conectarse, por otra parte, a un se-
gundo circuito de umbral 9 que acciona en sus bornas
de salida, un aparato de seflalizacion.

30. El valor de umbral de este segundo circui-
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to 9, se determina para que sea accionada la desco-
nexidn del aparato de sefielizacidn, cuando la ten-
sidén en las bornas del diodo 1, para la intensidad
IO’ desciende a un velor determinado que es superior
e la tensidn Vy, es Qecir, cuando la temperatura de
le unidn alcenza un valor elegido, inferior a la
temperatura que no debe excederse.

A las bornas de salida 83, pueden conectar-
se varios circuitos de umbrel con valores de umbral
diferentes, para desconsctar une sefializacidn a va-
lores diferentes de la temperatura de la unidn.

‘ El circuito de umbral gque accions el des-
engsnche de un aparato de sefializacidn puede com-
prender un reglaje del valor del umbrel a fin de per
mitir desconectar el aparato de sefializacidn para
temperaturas diferentes de la unidn del diodo.

Las bornas de salida 83 delcircuito de
puerta 8 pueden conectarse por otra parte & un apa-
rato de medicidén de la tensidn que aparece en dichas
bornss 83, y como esta tensidn var{a con la tempera-
ture de la unidn del diodo 1, el aparato de medicidn
podrd graduarse en grados, de modo que indique en
todo momento la temperatura de la unidn.

Tales circuitos de umbrel 9 pueden efectuar
se por cualesquiera medics conocidos para hacer apa-
recer una tensidn en sus bornas de salida, cuendo la
tension en sus bornas de entrada llegae & ser inferior
0 igual a un valor de umbral. (Empleo de elementos

limitadores c¢on o sin raaceién, circuitos que utilizan

diodos tuneles, mulbivibradores, tales como béscula de
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Sohmidt, blocking, etces.).
- NOTA., -

Descrite suficientemente la naturaleza
del invento, as{ como la manera de realizarlo en
la préctica, debe hacerse constar que las disposi-
ciones anteriormente indicadas son susceptibles de
modificaciones de detealle en cuanto no alteren su
principio fundemental. También se hace constar que
el invento corresponde & una solicitud de patente
presentada en Francia, con feche 6 de Ensro de 1964,
bajo el NeQ PV.959.447, acogiéndose por tanto a los
beneficios que conceden los Convenios Internaciona-
les en vigor, siendo lo que constituye la esencia
del referido invento y por lo que se solicita Paten-
te de Invencidn por 20 afios en Espefia, sobre: "PER-
FECCIONAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES PARA LA PROTEC-
CION DE ELEMENTOS SEMICONDUCTbRES DE UNION O EMPALME";
caracterizdndose por lo siguiente:

18,~ Perfecoionamientos en las instalacio-
nes para la proteccion de elementos semiconductores
de unidn o empelme, particularmente para conjunto
rectificador, caracterizado por el hecho de que tie-
ne un cireuito de puerta cepaz de poner 1a instala-
cidn bajo la dependencia de la tensidn en las bornas
de una unidn o junta de uno de los elementos semi-
conductores, estando el estado de conduccidn de este
circuito de puerta, subordinado a la presencia simul-
ténea sobre su puerta de un impulso emitido por medio
de un detector de paso a un valor constante predeter-

minado de la corriente a través de la referida unidn.
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28 ,~ Perfeccionamientos, segun la reivin-
dicacidn 12, caracterizados por el hecho de que com-
prende un sparato de proteccién, tal como un disyun~
tor de conexidn instantanes o un limitador de carga,
que estd puesto bajo la dependencia del referido cir-
cuito de puerta, por medio de un eircuito de umbral,
cuyo valor de umbral se determina para desconectar ol
aparato de proteccidn, cuando la tensién en las bor—
nas de salida del circuito de puerta corresponde a
una tension en las bornas de la unidn del citado ele-
mento semiconductor, que es igual o inferior a un va-
lor predeterminado.

38,.- Perfeccionamientos, segin la reivindi-
cacidn 28, caracterizados por el hecho de que compren
de un gparato de sefializacidn, que se pome bajo 1la
dependencia del referido oircuito de puerta, por me-—
dio de un elrecuito de umbral, cuyo valor de umbral se
determina para desconectar el aparato de sefializacidn,
cuando le tensidn en las bornas de salids del cireuito
de puerta es igual, o inferior a un valor predetermi-
nedo que es superior a aquél para el cusl estd desco-
nectado el aparato de proteccidn.

48 ,- Perfeccionamientos, segin la reivindi-
cacidn 12, caracterizados por el hecho de que compren
de un aparato de medicidn que se pone bajo la depen~
dencia de la tensidn en las bornas de la citada unidn
por medio del citado eircuito de puerta.

58 ,~ Perfeccionamientos, segun la reivindi-

cacion 18, caracterizados por el hecho de que el de-

tector de paso a un valor dado de la corriente a tra-
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vés de la unidn o empalme, tiene un circuito de en-
trada en serie en 6l circuito de la unidn y un eir-
cuito de salida en las bornas del ocual agparece un
impulso cuando la corriente en la unidn pase por un
valor elegido.

68.,~ Perfeccionamientos, segin la reivindi
cacion 58, caracterizados por el hecho de que el de-
tector tiene un eircuito magnético con ciclo de his-
téresis sensiblemente rectangular sobre el que van
montados 1os elementos siguientes: un primer arrolla
miento en serie en el circuito de corriente a través
de la citada unidn, un segundo arrollamiento en el
que se induce un impulso cuando la induceidn del
circuito magnético cambia de sentido, un arrollamien
to de polarizasecidn de corriente constante cuando los
amperios-vueltas se oponen & los del primer arrolla~
miento para que los amperios-vueltas resultantes
determinen una inversidn de la induceidén del oireui-
to magnético cuando la corriente en el primer arro-
llamiento pasa por un valor slegido.

78 .~ Perfeccionamientos, segin la reivine
dicacion 68, caracterizados por el hecho de que el
segundo arrollamiento del detector esté’coneetado a
lag bornas de entrada de un circuito amplificador y
descrestador que s0lo es sensible a los impulsos de
una sola polaridad.

88,~ Perfeccionamientos, segin la reivin-
dicacidn 72, caracterizados por el hecho de que las
bornas de salida del circulto amplificador y descreg

tador van conectadas a las bornas de entrade de un



5.

10.

15.

20.

25,

30.

SORTTNG

- 33
, e

univibrador cuyas bornas de salida van conectadas
al citado ecircuito de puerta.

9%.~ Perfeccionamientos, -segin la ravin-
dicacidn 18, caracterizados por el hecho de que las
bornas de la expresada unidn van conectadas al re-
ferido circuito de puerta por medio de un amplifi-
cador.,

102,- Perfeccionamientos, segin la reivin-
dicacidn 98, cermcterizados por el hecho de que las
bornas de la referida unidn vam conectadas sl cita-
do amplificador por medio de un circuito que se opo-
ne al paso de la tensidn imverss a las bornas de la
unién o empalme.

112, Perfeccionsmientos, segin la reivin-
dicacidn 108, caracterizados por el hecho de que las
bornas de la referida unidn o junta van comectadas
8 un divisor de tensidn que comprende en serie por
una parte, una resistencie y por otra parte, un dio-
do cuyo sentido de conduccidn es opuesto sl de la
referida unidn y cuyas bornas van conectadas al men-
cionado amplificador.

128,-~ Perfeccionamientos, segin la reivin-
dicacion 82, caracterizados por el hecho de que el
cireuito de puerta estd constituido por un amplifi-
cador normalmente blogueado por una tensidn aplica~
da constentemente a un circuito de polarizacidén so-
bre el que los impulsos lanzados por el univibrador
actuan en sentido comtrario pars desbloguear el am-
plificador mientras dura el impulso.

138,~- Perfeccionamientos, segin le reivin-
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dicacidn 18, caracterizados por el hecho de que la
citads unidn esta constitulda por un diodo de un
conjunto rectificador elegido de modo que represen-
te una imagen térmica mediante otros diodos del
conjunto rectificador.

148,.,~ "Perfeccionamientos en las instale-
ciones para la proteccidn de elementos semiconducto-
res de unidn o empalme"; tal y como queda sustancial-
mente descrito en la presente Memoria y en los adjun~
tos dibujos.
Esta Mamoria donsta v.ince hojas escri-~
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